
Fig. 2： XRD pattern of Cu2SnS3 thin films 

Fig. 1：Cu2SnS3 thin films 
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1. はじめに 

これまで本研究室では，ファインチャネルミスト CVD 法を用いて Eagle 基板上に Cu と

Sn を含む前駆体を堆積させ，硫化水素を含む雰囲気中で加熱処理(=硫化)することにより

Cu2SnS3(CTS)薄膜を作製してきた[1]。硫化プロセスを経ず CTS の成膜が可能であればプロ

セスが簡単になるものの，Cu，Sn，Sを同時に含む溶液を作製しミスト CVD 法による成膜

を試みたところ，Cu, Sn, S を同時に含む溶液は粘性が高く，ミストにすることができなかっ

た。そこで本研究では，Cu, Sn を含む溶液と Sを含む溶液を個別に作り，これらからミスト

を別々に発生させミストの状態で混合して成膜することにより，硫化プロセスを経ずにミ

スト CVD法により Eagle 基板上への CTS薄膜堆積を試みた。 

 

2. 実験方法 

ミスト溶液は純水を溶媒として，塩化銅

(CuCl2)と塩化錫 (SnCl4)を金属モル濃度

0.28M となる溶かした溶液，チオ尿素

(CH4N2S)を金属モル濃度 0.28M となるよう

に溶かしたものとした。これら溶液を超音波

振動子によって別々にミスト化し，ミスト状

態のまま混合空間に搬送して両者を混合，

370℃に加熱した Eagle 基板上に吹き付ける

ことで Cu2SnS3(CTS)薄膜を作製した。作製

したサンプルは XRD，SEM及び EPMAによ

り評価した。 

 

3. 結果および考察 

Fig.1 に作製したサンプルの外観，Fig. 2 に作製したサンプルの XRD パターンを示す。

Fig.2 より，作製したサンプルはミストの吹き付け口の上流(Up)側で CTS の顕著な XRD ピ

ークを示した。これは，ミストのように粒径の小さい状態で混合することで，CTS以外の析

出物の発生を抑えられたためであると推測している。以上の結果より，硫化プロセスを経ず

に，ミスト CVD 法のみで CTS 薄膜を堆積させることに成功した。一方，吹付口から中流

(Middle)，下流(Down)側では SnO2が堆積しているため，堆積条件の検討や，Cu，Sn，S 溶

液の濃度の検討が必要である。 
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